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Résumé :

L’architecture de Von Neumann est actuellement la plus répandue dans la conception des systemes électroniques. Son
organisation repose sur une distinction nette entre les unités de calcul et les zones de mémoire. Cette séparation, combinée
a I’évolution beaucoup plus lente des technologies mémoire par rapport a celle des processeurs, entraine un ralentissement
significatif de I’échange des données. Ce phénoméne, connu sous le nom de "goulot d’étranglement de Von Neumann"
ou "Memory Wall", limite fortement les performances globales des systémes et est responsable de plus de la moitié de
leur consommation énergétique. Cette contrainte technologique devient d’autant plus critique dans le contexte actuel
marqué par 1’essor de I’Internet des Objets(IoT). D’ici a 2030, on estime a plus de 32 milliards le nombre de dispositifs
connectés, dont une majorité reposera sur des capteurs disposant d'un faible apport en énergie. Pour ces systémes,
I’optimisation de la consommation est un enjeu central, rendant indispensable le développement de solutions matérielles
capables de réduire les transferts énergivores entre calcul et mémoire. Dans cette perspective, les mémoires non volatiles
émergentes, et en particulier les transistors ferroélectriques a effet de champ (FeFET), suscitent un intérét croissant.
Compatibles avec les procédés CMOS, ces dispositifs offrent la possibilité d’intégrer directement des capacités de
stockage au plus prés des unités de calcul. Grace a leur non-volatilité, ils réduisent les transferts de données nécessaires
et apparaissent ainsi comme une voie prometteuse pour atténuer le "goulot d’étranglement de Von Neumann".



